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パワーデバイス応用において、SiC（シリコンカーバイド：炭化珪素）はSi（シ
リコン）に比べて、小型、低損失で、かつ冷却が簡易化されるなど、極めて
優れた性質を有しており、低炭素社会実現のための革新的な新材料として
期待されている。太陽光発電、風力発電、コジェネレーション等が接続され
た将来の電力ネットワーク（スマートグリッド）の構築には超高耐圧(10kV以
上)かつ低損失の半導体パワーデバイスが必要となるが、このようなデバイ
スはSi等の既存の半導体では実現不可能であり、それを実現しうる唯一の
候補がSiCバイポーラデバイス（少数キャリア注入による伝導度変調効果を
利用したデバイス）である。本プロジェクトは、SiCバイポーラデバイス実現

の基盤となる物性制御技術やパワーデバイス基盤技術の研究開発を行っ
ている。
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本プロジェクトでは、SiCが唯一解
となる10kV超級のSiC PiNとIGBT
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過去の耐圧最大値
10kV, β=23

過去の増幅率最大値
β=134

当グループ 2011年5月発表
β=257 (世界最高記録)

今回の発表
23.5kV, β=63

＊世界最高耐圧
＊電流増幅率も約３倍に

SiCバイポーラ・トランジスタの開発状況
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